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本論文はIII-V 族半導体の一つである InSb に高電界を印加した際、形成される非平衡状態の荷電
子、すなわち電子及び正孔の輸送現象、再結合過程、さらには電子と正孔からなるプラズ、マ状態に見
られる各種不安定性についての研究結果をまとめたものである。




























(i) InSb 中の高電界輸送現象を Hall 効果を用いて測定し、高電界での電子移動度の低下が衝突電
離で生じたキャリヤ聞の散乱によることを理論と対比して明らかにした。
(i) InSb に横磁場と高電界を加えたとき起るマイクロ波発振の機構を上述の輸送現象の実験結果の
J-.に立って一つの新しいモデルを設定して理論的に解析し、発振閲電界の実測11ttなどを説明するこ
とに成功した。
(i) InSb に高電界を加え衝突電離を行ったときに生じる電子一正孔プラズマのピンチ効果を白己磁
界による Hall 電圧とストリップ・ラインによるインダクタンスの測定から追求してピンチ半径、
電子一正孔密度、移動度などを決定することに成功した。
その結果得られたピンチ半径とピンチ電流の関係を解析し等温ピンチの仮定による理論とよく合
つことを示した。
(i討 さらにピンチ状態での電子密度が大電流で飽和する事実からピンチ内での電子の密度反転が起こ
っていることを推論している。
以上のように本論文は半導体物性工学上重要な貢献を与えるものであり、博士論文として価値あるも
のと認める。
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